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K. PIETRZAK, W. K. WtOSINSKI: Spajanie ceramicznych przewodnikow jonowych
z metalami

Przedyskutowano (na podstawie literatury) wymagania stawiane ogniwom siarka-sod
oraz przedstawiono warunki pracy przewodnikow jonowych.

Omowiono nastepujace techniki spajania ceramicznych przewodnikow jonowych z me-
talami:

— spajanie lutami amorficznymi (szkliwami)

— lutowanie poprzez metaliczne warstwy posrednie

— spajanie lutami aktywnymi

— spajanie metoda kompresyjng i termokompresyjng

— spajanie przy udziale zewnetrznego pola elektrycznego (elektrospajanie)

Podano wyniki prac wtasnych nad spajaniem przewodnikéw jonowych z metalami me-
todami:

— spajania szkliwami

— spajania z udziatem zewnetrznego pola elektrycznego

~ bezposredniego spajania 3-Al,0; z Cu.-podajac optymalne warunki procesow.
Przedstawiono program prac przysztosciowych.

A. SZYMANSKI: Spiralna wersja uktadu okresowego pierwiastkow

Przedstawiono i uzasadniono technologiczng uzytecznosé spiralnego uktadu pierwias-
tkow z narastaniem spirali zgodnie z liczbg atomowa przy katowym uktadzie grup i pod-
grup pierwiastkow.

E. TOMASIK, H. NIEPIELSKA: Pasty lutownicze miekkie i twarde — charakterystyka
/ aplikacja

"W artykule przedstawiono stan techniki w zakresie spoiw miekkich i twardych w postaci
past oraz opisano pasty lutownicze opracowane w I TME.

Omowiono zalety stosowania past, metody dozowania oraz przedstawiono wyniki
badan opracowanych past twardych.
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K. PIETRZAK, W. K. WLOSINSKI: Bonding of ionic ceramic conductors to metals

Requirements as to sodium-sulphur batteries and operating conditions are discussed
(basing on literature review).

The following joining techniques of ionic ceramic conductors to metals are presented:
— brazing with sealing glasses

- brazing with metallic interlayers

- active brazing

- pressure welding and hot-pressure welding

- field-assisted bonding

The results of research works carried out by authors are given.

They include following methods:

— brazing with sealing glasses

— field-assisted bonding

— direct bonding of 3-Al, 05 to Cu.

The optimum conditions of joining processes and the program of future research are
given.

A. SZYMANSKI: Spiral Version of Periodic System of Elements

Spiral Periodic System and its technological usefulness are presented. Spiral growth
according to atomic number radially and chemical periodicity angularly.

E. TOMASIK, H. NIEPIELSKA: So/dering and brazing pastes — characteristic and appli-
cation

In the paper, the status of the technology of soft and hard soldering pastes is presen-
tend and the soldering pastes worked up in ITME are described.

The advantages of the application of the pastes as well as the methods of dosage are
discussed and the results of the testing of the worked upkard soldering pastes are pre-
sented.
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K.METXKAK, B. K. BNOCUHbCKW: CoeduHeHue ceapkoli Kepamuyeckux npo8oo0HUKO8
UOHHbBIX C Memaniamu

Ha ocHoBaHuu nutepaTtypbl 06cyx AeHbl 6binn TpebosaHna AnsA 6aTapen cepa-HaTpuii

V nNpeactaBneHbl ycnoBuA paboTbl MOHHbIX NPOBOAHUKOB.

O6cyx eHbl crienyowme TEXHUKU COBANHEHNA CBapKO KepaMny eCKUX MOHHbIX NPO-

BOAHWKOB C MeTannamu: :

— coeAVHeHWe cBapkoW amopdHbIMU NPUNOAMMK (rNasypbsio)

— naika NoCpeacTBOM METanNIMYeckux NpOMEX YTOYHbIX CNOeB

— COoeAWHEeHWe cBapKOW NOCPEACTBOM aKTUBHbIX NMPUNOEs

— COeAVHEeHWe CBapKOW KOMMPECCUOHHbLIM U TEPMOKOMMNPECCUOHHbIM METOAOM

— COeAVHEeHMEe CBApKOW C MOMOLIBIO BHELWHEro 3feKTPUYECKOoro nona (3nekTpo-
cBapka).

MpenctaBneHbl pesynbTaTel COBCTBEHHOTO TPy/Aa MO BOMNPOCY COEAUHEHWUA CBApKOW

MOHHbIX MPOBOAHWUKOB C MeTannamu, cneayrownmMmm MetToaamu:

— rnasypbto

— C NOMOLLbIO BHELHErO 3MeKTPUYECcKOoro nona

— HenocpeacTtBeHHoro coeanHenua [3-Al,O; ¢ Cu ykasdbiBaa onTumMarnbHbie ycnoBua
npoueccos.

MpencrasneHa nporpamma 6yayuwmx pabor.

A. WWUMAHBCKW: CnupansHsiti 6apuaHm nepuoduyeckol cucmemsl 371eMeHmoe

MpencrtaeneHa n obocHOBaHa TEXHOMNOrMYyeckas MPUrOAHOCTL CMUPANbHOW CXEMbI
3NEMEHTOB C HapacTaHWeMm cnupanu CornacHo aToMHOMY YUCNy NPWU YrNoBOM pPacrno-
NOK EHUW TPYNN 1 MOATPYMM 3/1EMEHTOB.

3. TOMACUK, X. HENENbCKA: Mgekue u m8éposie naAaibHbIe nacmsl — Xapaxkme-
pUCMUKA U NPUMEHEHUEe

B cTaTbe ykazaHO cCOCTOAHME TEXHUKM B 061aCTU MArKUX U TBEPAbIX NacToobpasHbix
NPUNOEB U NPeAcTaBeHo NaanbHble NacTsl, pazpabotarHbie 8 UTIM. OnucaHbl nosno-
XUTENbHbIE YepTbl MPUMEHEHUA MaAnbHbIX NacT, MeTOAbl A03UPOBKWU U Pe3ynbTaThl
UcnbiTaHWin NazpaboTaHHbIX TBEPAbIX NacT.
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NOMINACJE PROFESORSKIE

W dniu 14 maja 1986 roku Rada Panstwa nadata uchwata z dnia 11 kwietnia
1986 roku tytut naukowy profesora zwyczajnego nauk technicznych prof. dr hab. inz.
Romualdowi Stawomirowi Wadasowi z Instytutu Technologii Materiatow Elektro-
nicznych w Warszawie.

Prof. Romuald S. Wadas urodzony 1 lutego 1929 roku
w Szaniawach ukonczyt studia w Politechnice War-
szawskiej uzyskujac dyplom inzyniera elektronika
w 1953 roku i magistra tacznosci w 1955 roku. Tytut
doktora nauk technicznych uzyskat w roku 1960 w Po-
litechnice Warszawskiej, a tytut doktora habilitowa-
nego w 1964 roku w Instytucie Podstawowych Pro-
blemow Techniki PAN w Warszawie.

Prace rozpoczatjako asystent na Wydziale tacznosci
Politechniki Warszawskiej (1953). Nastepnie pracowat
wIPPT PAN (1960-1966). Z wydzieleniem sie zIPPT PAN
Instytutu Technologii Elektronowej przechodzi do pracy w nowo utworzonej jednostce
(1966-1970), przechodzac z kolei ze swoim zespotem do Instytutu Fizyki PAN (1970-74).
W 1974 roku przechodzi do pracy wITME, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Rownoczesnie prof. R. S. Wadas prowadzit wyktady w czasie pracy w Politechnice
Warszawskiej, ale rowniez w okresie pozniejszym. Pracujac w Instytucie Fizyki PAN wy-
ktadat , Problemy magnetyzmu’* w Uniwersytecie Warszawskim oraz ,,Podstawy ma-
gnetyzmu’ na studium doktoranckim. W latach 1978-80 wyktadat ,,Biomagnetyzm”’
oraz , Amorfizm w magnetykach” w Uniwersytecie todzkim.

Prof. R.S. Wadas posiada w dorobku naukowym i zawodowym cztery ksiazki wy-
dane przez PWN, okoto 100 artykutow i referatow konferencyjnych krajowych izagrani-
cznych oraz wiele wdrozen przemystowych z zakresu magnesow ferrytowych, ferrytow
pamieciowych i ferrytow niklowych.

W latach 1969-70 prof. R. S. Wadas petnitfunkcje Dyrektora Naukowego winstytucie
Technologii Elektronowej PAN.

/a dziatalnosc naukowo-techniczna zostat wyrozniony Panstwowa Nagroda Zespo
towa Il Stopnia (1964), Nagroda Komitetu Nauki i Techniki (1969), Nagroda Sekretarza
Naukowego PAN (1971) iNagroda Sekretarza Wydziatu IV PAN (1962) oraz za catoksztatt
swych prac Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969).

Szczegolnymi osiagnieciami prof. R. S. Wadasa sa prace z zakresu wytwarzania wy-
sokopojemnosciowych pamieci domenowych na podtozach z granatow oraz promo

~vanie 11 doktorow i inspiracje podjecia trzech prac habilitacyjnych z zakresu magne-
lyzmu.
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W dniu 14 maja 1986 roku Rada Panstwa nadata uchwatg z dnia 11 kwietnia
1986 roku tytut naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych dr hab. Andrze-
jowi Szymanskiemu — Sekretarzowi Naukowemu w Instytucie Technologii Materiatow
Elektronicznych w Warszawie.
= Prof. Andrzej Szymanski urodzony 13 maja 1934 roku
w Panasowce ukonczyt studia w Uniwersytecie War-
szawskim (1956) uzyskujgc tytut magistra mineralogii
i geochemii. Tytut doktora filozofii w zakresie minera-
logii i petrografii uzyskat w roku 1968 w Uniwesytecie
Wroctawskim, a tytut doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie chemii w Politechnice Wroc-
tawskiej w roku 1973.

Prace rozpoczat jako nauczyciel minerologii i tech-
nologii surowcow mineralnych w Technikum Geolo-
gicznym w Warszawie (1956). Nastepnie pracowat jako
inzynier w Kamieniotomach Granitu w Strzelinie i Uz-
drowiskach Swieradow i Czerniawa w Swieradowie
(1958-1959). Od roku 1960 prof. A. Szymanski zwigzat
sie z przemystowymi laboratoriami badawczymi: prze-
mystu sciernego - Biuro Projektéow Koprotech
(1959-1980), przemystu ceramicznego — COBR Polte-
cer (1967-1974) i przemystu elektronicznego — ITME
(1974 do chwili obecnej).

Rownoezesnie prof. A. Szymanski prowadzit wyktady z, Technologii ceramiki”
w Politechnice Poznanskiej (1975/76), ,,Badan technologicznych ceramiki” w AGH Kra-
kow (1976/77), ,,Fizykochemii ciata statego’ w Politechnice Biatostockiej (1978/79)
i ,Mineralogii eksperymentalnej i technologii surowcow mineralnych’’ na Wydziale
GeologiiUniwersytetu Warszawskiego (1981/82 do chwiliobecnej) na podstawie opra-
cowanego przez siebie programu zajec. ‘

Prof. A. Szymanski posiada w dorobku naukowym i zawodowym dwie wspotautor-
skie ksiazki opublikowane przez Wydawnictwa Geologiczne w Warszawie (1976) oraz
koedytorska ksigzke z serii Wydawnictwa Elsevier , Materials Science Mono-
graphs — Synthetic Materials for Elektronics’ (1981) i nastepne cztery ksiazki wyda-
wane aktualnie w jezyku angielskim wkoedycji PWN —Elsevier (Amsterdam) i PWN

— Ellis Horwood( Londyn), ponad 150 artykutow i referatéw konferencyjnych krajo-
wych i zagranicznych oraz 28 patentow, tudziez szereg wdrozen przemystowych.

Prof. A. Szymanski jest z ramienia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego czton-
kiem Komisji Wzrostu Krysztatow Miedzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (od
(1978) i cztonkiem International Council for Applied Mineralogy (wybranym na Kon-
gresie ICAM w Los Angeles, od 1984). Byt lub jest cztonkiem czterech Komitetow PAN:
Nauki o Materiatach (1978-80), Elektroniki i Telekomunikacji — Zespot Techniki Swiat-
towodowej (1978-80), Nauk Mineralogicznych (1981 do chwili obecnej, jako przewodni-
czacy Komisji Mineralogii Stosowanej) oraz Krystalografii (1984 do chwili obecnej).
Jest cztonkiem stowarzyszen NOT: SIMP, SiTPMB i SEP oraz rzeczoznawca w SiTMB
i SER;

Za dziatalnosc¢ techniczng zostat wyrézniony nagroda zbiorowa Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyzszego i Techniki w roku 1973 oraz przyznaniem przez Ministra Przemy-
stu Maszynowego specjalizacji zawodowej stopnia pierwszego w zakresie materiatow
sciernych i polerskich w roku 1978.

Szczegolng zastugg prof. Andrzeja Szymanskiego jest aktywizacja srodowiska mine-
ralogicznego w dziedzinach wspotczesnej technologii materiatowej. W tym zakresie

t kilku dok Sw. .
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